
Fig. 1 (a) The cross-sectional image of IGZO-TFT. (b) The measurement flow of transfer and C-V characteristics. (c) The 
transfer characteristics of IGZO-TFT applied Vd or Vs = 20 V. (d) The C-V characteristics between drain and gate 
electrodes. (e) The C-V characteristics between source and gate electrodes. 
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【はじめに】  

ワイドバンドギャップ酸化物半導体を用いた電界効果トランジスタはディスプレイの画素駆
動素子だけではなく次世代のパワーデバイスとしても注目されている。トランジスタの動作時
おいて、半導体層は高ドレイン電圧 (Vd) による電界ストレス及び大電流ストレスを受けるため
電気特性の劣化が懸念される。本研究では、酸化物半導体を用いた薄膜トランジスタ (TFT) に
おける高 Vd 印加時のソース/ドレイン領域における欠陥と閾値電圧 (Vth) シフトの関係を容量-

電圧 (C-V) 法によって評価した。 

【実験方法】 

 本研究では図 1(a)に示すエッチングストッパー型の InGaZnO (IGZO) -TFT を用いて電気特性
の評価を行った。伝達特性測定においては Vd = 20 V、ソース電圧 (Vs) = 0 V に設定し、ゲート
電圧 (Vg) は-20~20 Vの掃引とした。また、ドレイン電界の方向を反転させるために Vs = 20 V、
Vd = 0 Vを印加した場合の測定も実施した。ここで、TFT の Vthはチャネル幅/長で規格化したド
レイン電流 (Id) が 1 nAの時の Vgとした。 C-V特性においては、ドレイン-ゲート間 (CD-G)と
ソース-ゲート間 (CS-G) の容量をそれぞれ測定した。測定手順を図 1(b)に示す。初期の C-V 測
定後、伝達特性測定 2回 (Vd側 20 V 印加, Vs側 20 V 印加) と C-V測定 を 1セットとして、伝
達特性測定時のドレイン電界の方向を入れ替えて測定を行った。 

【結果および考察】 

 図 1(c)より最初の Vs印加 (3rd, 4th) によって Vthが正方向にシフトし、その後の変動は確認さ
れなかった。図 1(e)のソース-ゲート間の C-V 特性より、最初の Vd印加 (1st after Vd =20 V) によ
ってステップを伴う正シフトが確認された。一方、図 1(d)の CD-Gは正シフトのみであった。ま
た、ドレイン電界の方向を反転させた Vs印加 (1st Vs= 20 V) においては、CD-Gにステップが発
生し、CS-Gにおけるステップは回復した。以上より、ドレイン電界の方向によってソース/ドレ
イン領域における欠陥位置が移動し、C-V 法により可視化することに成功した。この欠陥の起
源については当日議論する。 
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